il 'i
. Illlﬂl'l\lll \

'\ DIFEREN

i L 1

_L.__-

“ '\% LI ’ |

| |H lM\ | e
el SALAO DE 15,
|\ \|| ' _ ‘03 INICIACA CIENTIFICA (LS B0
- ,, R | XXX Sl[ vitos
| H‘ ' | M PROPESQ

Evento Saldo UFRGS 2018: SIC - XXX SALAO DE INICIACAO CIENTIFICA
DA UFRGS

Ano 2018

Local Campus do Vale - UFRGS

Titulo Eletrodeposicao de Bil-xSbx para estudo de
magneto-transporte e efeito Seebeck em isolantes topoldgicos

Autor BRUNA FERNANDES BAPTISTA

Orientador

MILTON ANDRE TUMELERO
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Materiais topologicos sdo materiais onde a estrutura eletrénica apresenta simetrias
especificas que levam a novas propriedades fisicas, como conducdo superficial sem
dissipacdo térmica e conducdo elétrica por elétrons de Dirac. O composto binario Bil-xSb foi
o0 primeiro material topol6gico observado experimentalmente, apresentando uma fase isolante
topoldgica quando x esta entre 0,06 e 0,3. Adicionalmente, este material apresenta todos os
ingredientes fundamentais para o surgimento de propriedades termoelétricas, sendo assim um
6timo candidato para estudar a relacdo entre as propriedades topoldgicas e termoelétricas.
Neste trabalho, foi realizado a sintese e caracterizacdo estrutural de filmes finos de Bil-xSh
obtidos pela tecnica de eletrodeposicéo, para posterior caracterizacao elétrica e termoelétrica.
As deposicOes ocorreram utilizando o método de deposigdo potenciostatica em uma celula de
trés eletrodos, sendo um de trabalho, um de referéncia e outro contra-eletrodo. O eletrolito
escolhido foi 100ml de uma solucdo aquosa composta por 6xido de bismuto(lll), acido
tartarico, acido nitrico, trioxido de antimonio e agua. Para caraterizagdo dos filmes finos
foram utilizadas as técnicas de EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) e XRD (X-Ray
Diffraction). Entre os resultados, foram obtidos filmes finos de Bil-xSbx, com o x variando
desde 0 até 0,28, apresentando uma morfologia uniforme e compacta com grdo de
aproximadamente lpm. Os filmes crescem no substrato de ouro (111) com diregdo
preferencial (110), o que caracteriza um crescimento texturizado com direcdo preferencial de
crescimento. A substituicdo de Bi por Sb reduz o parametro de rede do material e aumenta o
grau de desordem cristalina dos depdsitos.



